14

LYCS28N30 Z

E TR AL ARt

IRTHER N /i8530

m B amF

e EE FARFEAE

V1.0



MOS 37N e A 2R 517 i

LYCS28N30 BUAIHEZR N 7458 MOS I3 M fa iR &

1 ik ’ .

LYCS28N30 2 K& N Wi M m k&2 —, X H |
VDMOSFET L& Hili&. EEMLHE T BEABOR. JTFRIEH,
A HAESHZSBEPUAME IR RS
2 ZZKK 1§

LYCS28N30 UK IR N VA IE 7 N Sh R & N B H B0 R 7= d, OB ARl Al &
A W R LEME. P2 A S 4t 8 5 ZZKK E3R
3 %M

AJFEAE SMD-0.5 4@ M B 25 F TO-257 AL LG % .

BAETF R, ke, MABPUE, WS N e TAEX %, REREEEr
SR

PR 1 FE T R RS R AR R 1C 2, 1000V . SMID-0.5 71 52 ) i 78 &y 1.0g;
TO-257 B A LAY i 5 4.3
4 TIREREFR

T2,

G. G+%&: Q/RBJ1005QZ, QZI840611.
5 R KEEE

RRNBEMEILE 1, BRAAEMEI, Ta=25°C.

TO-257 #  SMD-0.5 7l

x1 RAXFEE
, A
%% ﬁ[ Pn V(s [nm -[nwz H‘,h (e T i Tm,g ﬂ:ﬁ ﬁ
RN (I:=257C) (7;=25°C) | (7=100°C)
FE A i i .
W v A A C/W C C
LYCS28N30 (R) T T0-257
63 +20 28 12.5 2 ~55~+150 | ~55~+150
LYCS28N30 (R) U SMD-0. 5

U T HE 25°CHE, F2 0. 5W/C Lk PR .

6 EEBFMN
FEEREME (BRAEMES, Th=25°C£3°C) WLFE 2.




R # MOS 373 M. fi A B R 51 ™=
®2 FEHEFH
FS S AR e i 14 AL =2 v2
m/ME | BEE | HXKE

1 T 7 U Bliss Vii=0V, 7,=250MA 30 — — v

2 EARENGERE S Vscan Vos=Visy 1,=250MA 1.0 — 3.0 v
3 3 HE R Ry om V=10V, 7,=12. 5A — — 15 mQ
4 W s e A FL IR s V=30V, V=0V — — 1 nA
5 TE [ AR s L I Tsse V=20V, V=0V — — 100 nA
6 S 1e) AR D FL VAR Tosse Vis==20V, Fs=0V — — 100 nA
FF )3 SR B[] i (on — 12 — ns

; BsbaningLill t, V=15V, V=10V, — 33 — ns
SR ZE IR I (] i, | L=12.5A, R=5.5Q — 70 — ns

T BB (] t; — 47 — ns

“ V=30V, 7,=28A — 1 — e

8 i EL Q. v %82165 — 15 — nC
& — 17 — nC

C.. — 3362 — pF

0 s . V=25V, V=0V, — 100 — oF

£=1. OMHz
C.. — 334 — pF

CRPRERS AR SRR TEE, EFE Ve 6V DLE, Sl FHBE 1 T AT .

7 ¥FiErRZe
BT EMSH R, UTHatss, Bk USSR R4,

7.1 T=25°CRY, /B8 Vi BIZEHHAZR

Io(A)

1000

100

7.2 V=0V, T=25°CHY, K —#REEEER /o MEIE
EEFE V, ZE 1k thsk

30

25

t=201s

Vpg=20V

2 4
Vas(V)

6

1 ST

10 0

L

0.75

0.80 0.85
Vgp(V)

0.90

0.95

2 RZIRE L

1.00




M

MOS 37N e A 2R 517 i

7.3 V=10V, /=12.5A B, Ry.,BEiRE T, HIZE{k
Rhk

7.5 [=28ABF, AR W T, OB VB fkEhZk

Ves(V)

Rosion(MQ)

7.0

6.8

6.6

6.4

6.2

6.0

58 /
56

54

52

5.0

60 40 20 0

3 Ros@@‘%#%'lﬁﬁﬂg%

T,(C)

£
4
7
/,
&

2.0
0
.
e

B
e
s

20

8 HMEE R~

40 60 80
Qg(nC)

Bl 5 Ve fitehsk

100

120

7.4 V=0V, f=1MHz B, B& CHE 1 T LHRLL

20 40 60 80 100 120 140 160

7.6

— 10V
=20V
----- 30V
A
—|
3 XA

C (pF)

5000

4000

3000

2000

1000

0.1 1

10

Vipz(V)

[ 4 BAmE

ReTRXHh%

100

—Ciss
- --Coss
.-+ Crss

/K\
/%

Swli

N

N

6 TETIIEXehLk

2x ] - B
{ 3
1 Q
Q
2 3 a8
+ & 5] #508
2X12 D2




® #  MOS BN G IAE RFI i

VE: LYCS28N30U 5] Humtktt JRALED: 1-D, 2-S, 3-G;
LYCS28N30RU 5| ittt JEMED: 1-D, 2-G, 3-S;

LEOSVSE N

9.94

2.83

5.49

6.92

3.29|10.61|7.57(6.30|3.27 | 2.64 [10. 45| — — | 7.81]0.35]0.87

7 SMD-0. 5 BRI ZEHMNE R T

P A
F
T 3 ‘.‘T'_
_
a
<
a

—

L Db L &

7E: LYCS28N30T 5| tHumtktt: 1-G, 2-D, 3-S;
LYCS28N30RT 5| itk t: 1-D, 2-S, 3-G.

LEOSSE N

& 8 T0-257 4MEZR~T

9 EAINH
P A AR ) R B SRR, 7R TR B R S R OCEURCORE R, SR 6
LR U] 9, R BBOR BB 1 10,



@ e MOS 3R B A B FIF

Vv 10 R1
‘iﬂ

A VD o @) Ene

B 9 SR CH R

o VDD
[[R1
C1 —
o— C2
; j L
Vi 1 R4 Yo
(e s 2 J:_ O

B 10 $IRHRHA R
10 JFEEIN

PP A EAEH, EHP S LEMERREA™ RETNETE S RE
IRE™ i M I BBTRRAS, 7= B P 5 1R 2 A1 S IRBALER R

10. 1 BEEMIZIT

a)ZG R BT NARIE S 80E [ LA R R &

b) B T B R S5 iR AT 150°C, FREE IR E AT -55°C~125°C.
10.2 F=afER LI

a) anfhNAERT R TAE & Ak,

b) 136 & AN B HL W A%

c) NAEE I FRBigsfhol 2k, NARERT & 15 B M

d) SR A MRS 8 Rt i R A DX 8 N et 4 {5 FH R 51 S i L 11 9
BE B2 4.
10. 3 ZERIRIE

B4 G| LR R I N AT BR A0 B, AN R VFAERE G ol B MR b BB . n] DA
HF T8 FEREERMERE T, FLESREART 260°C, R H AL 10s.
55 RIS HERR S 29 183 CHUMIRIAS R RE, ELRMEMR R EREL T, AR E
A DU Y PR, S8 Rl iR B T 2 M & & B



n #  MOS RN AEE R I i

mEC
240
220 et i ——- i 210-22000

200

180

18310 E: 60-1005

160

140

120

100

80

60

40

20

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 340

B [A]s
11 BRI ELRIE L%
10. 4 @I
IR B PR 7 i S I AR AE BR B R S 16°C~28°C, AHXTIRSE N 30%~70%, J& %A
PR BBl e i et Sk L3 AR 1 s
10.5 5|k A
TO-257 BYEH6 /= fh 5l 28 TWIPESI 28, AR RRAEA .

11 AJRERVRRUET

TS o e T A AR R Rk N
s S p %&\ Iﬁ
e | g A KRS i, P 2
o R
SRR PN 4t jﬂgggg;21 ek s, B
U ity | FOFER SRS | RS, | AR
T s, e | T SRR, | REA TR
. b, ERBEGE |
K ‘ B SRE e
B
) e | WO WP | BRSRRSEIE | SRR s | AREUE(
* 2 B eSS EIiH T4 TAEIX
S b 3 e
; _— SRR SR SEUEMRY | AMBEREARG N | R, R
HFF Y i Up NG A f
T4 TAEIX
N L N TN -
4| BEE | 2R, REDT | Thakesr, MHRS | Makid s K%%ﬁ%
B, WHETF IR S84 K foe e




MOS 37N e A 2R 517 i

12 £/ 58

S HhE: R RS IX

PR &)

L% (fedt.
LS (R,
LS (PhAL.
LS (PR

w6
o)
o1J50)
)

2 Jm

EZqET)
CERFTE
CERFTE
CERFTE
CERFTE
CERFTE
CERFTE

18

0531-87225289
0531-86593255
0531-86593275
0531-86593250
0531-86593253
0531-86593150

215 % 13856 5 i fE Tk
fE 5.
fE 5.
fE 5.
fE 5.
fE 5.
fE 5.

0531-86593255
0531-86593255
0531-86990345
0531-86990345
0531-86990345
0531-86990345



	1  产品概述
	2  ZZKK情况
	LYCS28N30型大功率N沟道场效应晶体管为我单位自主研发产品，其关键原材料和零部件、设计开发、工
	3  特性
	4  可提供质量等级
	    J级；
	G、G+级：Q/RBJ1005QZ，QZJ840611。
	5 最大额定值
	6 主要电特性

	td（on）
	tr
	td（off）
	tf
	Qg
	Qgs
	Qgd
	7特性曲线
	7.5 ID=28A时，不同VDS下，Qg随VGS的变化曲线
	 图5 VGS-Qg特性曲线
	图6  安全工作区曲线
	图9 典型开关电路
	图10 共漏极放大电路
	10  注意事项
	产品手册将不定期更新，请用户务必在使用我单位产品前通过官方渠道获取产品手册的最新版本，对产品手册有疑
	图11 建议的回流焊曲线

	10.5 引线成型
	11  可能的失效模式
	12  生产厂信息



